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El solicitante posee la Patente

de Invencién n°351.776 y el presente Certificado de Adicidn
trata de una serie de perfeccionamientos y novedades conse-
guidos partiendo de la base de la misma. |

En el objeto de la patente prin-
cipal 351.776 se han introducido unos perfeccionamientos que
para mejor comprensidn de los mismos realizaremos la des-
cripeidn refiriéndonos al plano adjunto.

La figura 1, muestra posiciona-
dos los elementos interiores.

La figura 2, representa un diodo

- - o 3 . .« p
“de silicio segin la invencidn.

En ellas se énotan las siguientes
particularidades:

1.-Terminal.

2 .~Ensanchamiento del terminal.

3.~Tableta de silicio.

4,-Mezecla entéctica.

5.-Superficie lateral de la table-

ta de silicio.
6.—Recubrimientq.
~ 7.-Encapsulado.

8 ,-Extremo %foncocénico.

Pasaremos a resefiar las mejoras
introducidas, teniendo en cuenta que el proceso es el mismo
que se descubre en la Patente principal y primer Certifica-
do de Adicidn y por lo tanto los buntos a los que no nos
referimos se entenderén que no sufren variacidn.

Los terminales (1) no presentan

ninguna muesca, tal y como se describia en la Patente prin-

-
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cipal y primer Certificado de Adicidn ni tampoco los ensan-~
chamientos que en’el primer Certificado de Adicidn llevaban
la referencia 10.

La soldadura de los ensanchamien-

tos (2) de los terminales con la tableta de silicio (3) se

" realiza por cualquiera de los sistemas indicados, tal como

por impulsos producidos por descargas de. un condensador, co-
mo por impulsos de corriente de corta duracidn o en una at-
mésfera controlada reductora.

Seglin la invencibn, la aleacién

eutéctica (4) es una mezcla de plomo, plata e iridio sien-

-do este metal quien presta una gran fluidez a la citada mez~

cla, realizédndose la soldadura de los ensanchamientos (2) a
la tableta de silicio (8).Posteriormente la ﬁnién de los
terminales (1) con la tableta (3) se realiza, tal y como se
sefiala en la Patente prinecipal, el ataque corrosivo con &ci-
do para‘éliminacién de cortocircuitos, la eliminacidn (por
lavado) del &cido y finalmente el encapsulado por polvoé
moldeados de silicona. En la oPeracién de encapsulado efec-
tuada en una miquina transfers, la clpsula (7) que protege
y aisla el diodo, presenta un extremo troncocénico (8) el
cual indica como debe efectuarse el montaje del mismo, ya
que este extremo troncocdnico (8) indica el sentido de la
polaridad del diodo.

Después del encapsulado, se man-
tendrén las operaciones finales de comprobacidn, medida y
clasificacidn de los diodos.

Descrita suficientemente la na-
turaleza del invento, sblo cabe.afiadir que en su conjunto

y partes constitutivas es posible introducir cambios de for-
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ma materia y~disposici§n en cuanto télgs alteraciones no
desvirtuen su fundamento.
NOTA:

El Certificado de Adicidén que se
solicita, deberd recaer sobre "MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL
" OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL N°©351.776 POR "PROCEDIMIENTO
DE FABRICACION DE DIODOS DE SILICIO", en todo de acuerdo con
las siguientes,

REIVINDICACIONES

1.-Mejoras introducidas en el ob-
jeto de la Patente principal n°351.776 por procedimiento de
fabricacidn de diodos de silicio, que comprende la unidn de
ﬁna tableta de silicio a los extremos ensanchados de unos
terminales realizada mediante una soldadura en el seno de
una atmdsfera reductora y a través de una mezcla eutéctica,
caracterizadas porque la mezcla eutéetica de unidn de dichos
terminales don la tableta de silicio es una aleacidn de plo-
mo, plata e iridio, siendo realizado posteriormente el afa—
que corrosivo con acido para'eliminacién de contocircuitos,
la eliminacidn del écido'y finalmente el encapsulado por
polvos moldeados de silicona. A

2.-"MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL
OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL N°351.776 POR PROCEDIMIENTO
DE FABRICACION DE DIODOS DE SILICIO".

Seglin queda sustancialmente des-
erito en la presenfé memoria descriptiva que consta de cin-
co hojas mecanogr;fiadas por una sola cara acompafiada de

;é;; correspondientes dibujos.
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Madrid, 2 ISEP 1970
El Agente Oficial.

MISUEL FERNANDEZ - LOAYSA PINZON
P.B.
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